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(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HOCHFREQUENZTECHNISCH VERWENDBAREN ELEK- 
TRISCHEN LEITUNGSSTRUKTUREN 



Beschichtungsphase: 
Vorbehandlung 
Chemisch Kupfer (Cu) 
Elektroiytische Beschichtung Cu 
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Strukturierungsphase: 



Ch emisch Sn (1nm) oder Re sist 
Kupfer (5-20jim) 



•Laser oder Blichtungssystem 
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Phase: 
Cu atzen 
Sn strippen 

COATING PHASE: 
PRE-TREATMENT 
CHEMICAL COPPER (CU) 
ELECTROLYTIC COATING CU 
CHEMICAL TIN (SN) 
CHEMICAL SN (1mM) OR RESIST 
COPPER (S-20mM) 
SUBSTRATE 
STRUCTURING PHASE 
LASER OR EXPOSURE SYSTEM 
PHASE: 
ETCH CU 
STRIP SN 



^MSubstrat^M 



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing electric conductive structures for use in high-frequency technology 
^ on a conductive structure carrier at intervals of significantly less than 180 jLim, e.g. 30 Jim, using microstrip conductors. Said method 
combines a laser structuring method and an etching method in conjunction with a resist. The resist exhibits characteristics, at least 
f*s| with regard to the laser exposure during the laser structuring method, the etching exposure during the etching method and to its 
application on the conductive structure carrier in as thin a layer as possible, which at least correspond to those of chemical tin or an 
amorphic resist 
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kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung von hochfrequenztechnisch verwendbaren elektrischen Leitungs- 
strukturen auf einem Leitungsstrukturtrager mit Lageabstanden wesentlich kleiner als 180 urn, z.B. 30 (Jin, unter Verwendung von 
Mikrostreifenleitern angegeben. Gemass diesem Verfahren erfolgt eine Kombination von einer Laserstrakturierungsmethode mit 
einer Atzmethode in Verbindung mit einem Resist, das zumindest bezuglich des Lasems bei der Laserstrukturierungsmethode, des 
Atzens bei der Atzmethode und seiner maximal dunnen Aufbringbarkeit auf den Leitungsstrukturtrager Eigenschaften hat, die min- 
destens denen von chemisch Zinn oder einem amorphen Resist entsprechen. 
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die Leitungsstrukturen in der Weise ausgebildet werden, dass 
sie hochf requenztechnisch wirksame Kondensatoren, Spulen und 
Widerstande mit jeweils gewiinschten Werten auf kleinstem Raum 
bilden. Die Laserstrukturierungsmethode erlaubt dabei eine 
5 Strukturierung z. B. gegeniiber fototechnischen Verfahren in 
relativ einfacher Weise und trotzdem mit hoher Geschwindig- 
keit. Die Kombination von einer Laserstrukturierungsmethode 
mit einer Atzmethode hat weiter den Vorteil, dass vollflachi- 
ge Bereiche gleichzeitig mit dem Wegnehmen anderer Bereiche 
10 entfernt werden kSnnen. Dies erspart Zeit, ist aber auch hau- 
fig notig, damit die hochfrequenztechnisch verwendeten elekt- 
rischen Leitungsstrukturen durch die moglicherweise durch die 
vollflachigen Bereiche vorhandenen elektrischen Spannungsf el- 
der nicht negativ beeinflusst werden, 

15 

Insgesamt lassen sich durch dieses Verfahren strukturierte 
Leiterbahnen mit geringen Toleranzen auf den Innenlagen oder 
auch auf den AuJJenlagen einer Leiterplatte als Mikrostreif en- 
leiter mit nahezu beliebigen Funktionen uber den gesamten 
20 Fertigungsnutzen realisieren. Die Leiterbahnenbreite lasst 
sich fast beliebig eingrenzen. Heute sind bereits Toleranzen 
von < +/- 5 pro moglich. Frtther lagen typische Toleranzen im 
Bereich der Grofien von +/-2S ynu 



25 Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand 
von Unteranspriichen. 

Danach wird als ein Leitungsstrukturtrager ein FR 4-TrSger- 
material verwendet. Dieses Material ist bekannt und kosten- 
30 giinstig. 

Der Vorteil von chemisch Zinn oder von einem amorphen Resist 
ist, dass in Verbindung mit .einer Kombination aus einer La- 
serstrukturierungsmethode und einer Atzmethode hochfrequenz- 
35 technisch verwendbare elektrische . Leitungsstrukturen reali- 
sierbar sind. 
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Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer Zeichhung naher 
erlautert. Darin zeigen: 



10 



15 



20 



Figur 1 



Figur 2 



Figur 3 



Figuren 4 bis 7 



Figuren 8 bis 10 



Figuren 11 und 12 
Figuren 13 bis 16 
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einen prinzipiellen Verfahrensablauf des 
Verfahrens gemaB der Erfindung, 
einen Teil einer grofleren nach dem Verfah- 
ren gemali der Figur 1 hergestellten Lei- 
terplattenstruktur im Querschnitt mit ei- 
ner hochfrequenztechnisch verwendbaren und 
einer nicht hochfrequenztechnisch verwend- 
baren Leitungsstruktur, 

einen Grofienvergleich zwischen einer Lei- 
tungsstruktur gemaB der Erfindung und ge- 
mali einer entsprechenden herkommlichen 
Technik, 

eine schrittweise Realisierung einer er- 
findungs gemali hergestellten Spule, 
eine seitliche Darstellung dreier fertiger 
Anwendungen in einer Leiterplatte, die ge- 
maB der Erfindung realisiert worden sind, 
weitere Anwendungen gemali der Erfindung, 
Anwendungsbeispiele gemali der Erfindung 
beziiglich eines Kondensators, einer Spule, 
eines Widerstandes und eines Feuchtesen- 
sors. 



30 



35 



Das in der Figur 1 gezeigte partielle Laser strukturierte 
Leiterbild (PHDI: Partial High Density Interconnection) zeigt 
einen Leitungsstrukturtrager 1 (Substrat, z.B. eine FR4- 
Leiterplatte) , dessen Oberflache in einer anfanglichen Be- 
schichtungphase in einer solchen entsprechenden Weise vorbe- 
handelt wird, dass eine dlinne Lage chemisch Kupfer aufge- 
bracht werden kann. In einer nachfolgenden elektrolytischen 
Beschichtung wird dann eine weitere Kupf erschicht, in dem 
vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel mit einer Gesamtschichtstar- 
ke von bis zu 20 ym, auf gebracht . Im Anschluss daran wird ei- 
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stellten Form wxrd ke belie bigen anderen 

5 tigt. Die Spule konnte auch 
layout untergebracnt sexn. 
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FIG1 



Beschichtungsphase: 
Vorbehandlung 
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FIG 2 
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z.B. 30 jim 



HF-Struktur alt 
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FIG 11 
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FIG 15 



Leiterbahn 
BE-Flache 
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FIG 1 6 

Vor dem Laserprozess: 

Flache mit hoher Gute 
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— / 




min 



Nach dem Laserprozess: 

Leiterbahnbreite mit hoher Gute 
25 ^m Leiterbahn X | / Leiterbahn 0,1 mm 
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